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今回の目的

インバータ回路の特性

MOSFETを使ったインバータ回路の動作
抵抗負荷によるインバータ回路
CMOSインバータ回路

レイアウト設計の基礎

基本的なゲート回路

その他の基本的な回路例
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MOSFETの電流‐電圧特性
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MOSFETの分類
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インバータ　　＝　NOT論理
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回路の構成法は種々ある
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抵抗負荷型インバータ回路　　－１－
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抵抗負荷型インバータ回路　　－（２） 動作　－
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nMOS インバータ
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インバータの伝達特性　　－１－
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論理しきい値

Vin outV＝ の直線

理想特性

論理振幅
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インバータの伝達特性　　－２－
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抵抗負荷型インバータの伝達特性　　－１－
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抵抗負荷型インバータの伝達特性　　－２－
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抵抗負荷型インバータの伝達特性　　－３－
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nMOSインバータの伝達特性
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演習；　nMOSの伝達特性



インバータの設計
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CMOSインバータ回路　　－１－
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CMOSインバータ回路　　－２－
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CMOSインバータ回路　　－３－

入力“0” 入力“1”



CMOSインバータの伝達特性
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CMOSの特長

論理振幅が大きい
　（= 電源電圧）

低電圧化し易い。

定常的な貫通電流が
流れない

低消費電力



CMOSと他の回路構成との比較　ー１．定常電流　ー
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CMOSの過渡電流 “0”,　“1”が切り替わるときは電流が流れる
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CMOSと他の回路構成との比較　ー２．素子数　ー

負荷
X I1 X

I1

I2

XI1

I1 I2 X
0      0        1
0      1        1
1      0        1
1      1        0

I2
I2



CMOS回路構成の考え方
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CMOSと他の回路構成との比較　ー３．製造プロセスー
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CMOSインバータの設計 ー１．トランジスタの電流と伝達特性ー
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CMOSインバータの設計　　－２ー
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CMOSインバータの設計　　－３－

n n n

I     =             C              (V    -V　 )2
DS OX GS T

1
2

W
L

µp p p

Tn TpV V＝

nチャネル

pチャネル

nチャネルとpチャネルで電流の大きさを同じにするには

W
L

µp
W
L

＝µn
n p



CMOSインバータの設計　　－４－
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CMOSインバータの設計　　－５．レイアウト例ー
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CMOSインバータの応答速度の考え方　－１ー
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CMOSインバータの応答速度の考え方　－２ー
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CMOSインバータの応答速度の考え方　－３ー
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インバータの設計
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CMOSのまとめ

特長 欠点

論理振幅が大きい
　（= 電源電圧）

プロセスが比較的複雑

低消費電力 素子数が多い

インバータの設計の考え方
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論理しきい値
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伝達ゲート(Transmission  Gate)
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シフトレジスター (Shift Register)
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まとめ

MOSFETを使ったインバータ(NOT論理)の動作
論理振幅
論理しきい値

雑音余裕
応答速度

CMOSの特長
大きな論理振幅
低消費電力

CMOSインバータ設計の考え方

CMOS基本ゲートとレイアウト
Τransmission Gate
Shift Register
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